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(57) Absteact: The invention concerns a method for revealing defects or stresses in a structure, comprising the following steps:
& bonding by molecular adhesion a surface of a first element comprising crystalline material with the surface of a second element
@\ comprising crystalline material, such that said surfaces exhibit mismatched crystalline Jatfices, the bonding causing the formation
N of a lattice of crystalline and/or stress field defects inside a crystalline zone proximate to the bonding interface; thinning one of
€ the elements until at Jeast a thin film adhering to the other element along the bonding interface o form said structure is obtained,
& the thickness of the thin film being such that its free surface does not reveal the lattice of crystalline and/or stress field defects, the
(o) thickness of e thin film being such tha the following step can be carried out;reating the thin SJm which reslts i s fee surface

a revealing the Jattice of crystalline and/or stress field defects.

[Suite sur la page suivanie]
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recues abréviations" figurant au début de chague numéro ordinaire de

la Gazeite du PCT.

(57) Abrégé: Liinvention concerne un procédé permattant de révéler des défauts ou des contraintes dans ung structure, comprenant
les étapes suivantes: collage par adhésion moléculaire d*une face d’un premier élément comprenant dn matérian cristallin avec une
face d’on deuxidme élément comprenant du matériau cristallin, de fagon que lesdites faces présentent des réseaux cristallins décalés,
le collage provoquant Ia formation d"un réseau de défauis cristallins etfou de champs de coniraintes an sein d"une zone cristalline au
voisinage de I'interface de collage, amincissement de 'un des éléments jusqu'a obtenir an mains un film mince adhérant a 'autre
élément selon I"interface de collage pour constituer ladite structure, 1'épaisseur du film mince étant telle que sa face libre ne révéle
pas le réseau de défauts cristallins et/on de champs de contraintes, 1’épaisseur du film mince étant aussi telle que I'étape suivante
peut &tre réalisée, traitement du film mince conduisarit 2 ce que sa face libre révéle le réseau de défauts cristallins et/ou de champs
de contraintes.
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PROCEDE DE REVELATION DE DEFAUTS CRISTALLINS ET/OU DE
CHAMPS DE CONTRAINTES A L'INTERFACE D'ADHESION
MOLECULAIRE DE DEUX MATERIEUX SOLIDES

DESCRIPTION
Domaine technigque

L'invention concerne un procédé permettant
de révéler des défauts ou des contraintes dans une
structure, notamment pour réaliser des nanostructures
ou des microstructures, ce procédé mettant en cuvre un
collage par adhésion moléculaire de deux é&léments

cristallins.
Etat de la technigue antérieure

I1 est connu que lors dfun collage
moléculaire de deux matériaux cristallins, il apparait
& l'interface de collage un réseau nanométrique ou
micrométrique de champs de contraintes et/ou de défauts
cristallins.

Le document WO 89/05711 divulgue un procédé
mettant en cuvre un collage moléculaire de deux
plaguettes en matériau cristallin pour obtenir un
réseau nanométrigue ou micrométrigue de champs de
contraintes et/ou de défauts cristallins. Par une
méthode d'amincissement chimique ou mécanique, 1'une
des plaguettes est amincie suffisamment pour permettre
la révélation du réseau de défauts cristallins ou de
champs de contraintes. 81 un matériau est ensuite
déposé sur le film constitué par la plaquette amincie,
ce matériau s'organise en un résean qui dépend
directement du réseau de défauts cristallins et/ou de
champs de contraintes induit & 1'interface de collage

et révélé par le film mince.

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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I1 est connu par ailleurs que les
dislocations présentes dans un matériau cristallin sont
des lieux privilégiés de précipitation &'impuretés ou
de dopants. On peut & ce sujet se référer aux articles
suivants

- "Low-temperature gettering of trace iron
and copper by misfit dislocations in Si/Si{Ge) epitaxy"
par D.M. LEE et al., paru dans Applied Physics Letters,
Vol. 65, N° 3, 18 juillet 1994, pages 350-352 ;

- “@Gettering of Au to dislocations and
cavities in silicon" par J. WONG-LEUNG et al., paru
dans Applied Physics Letters, Vol. 67, N°3, 17 juillet
1995, pages 416-418.

Selon ces articles, les dislocations, gui
sont le lieu privilégié de précipitations, sont
réparties de fagon aléatoire dans un volume et ne sont
pas de nature unique ni parfaitement malftrisées.

Exposé de l'invention

L'invention a pour  objet de rendre
utilisable un réseau nanométrigue ou micrométricque de
champs de contraintes et/ou de défauts cristallins pour
utiliser ce réseau de fagon différente que les méthodes
actuelles.

L'invention a donc pour objet un procédé
permettant de révéler des défauts ou des contraintes
dans une structure, comprenant les étapes suivantes

- collage par adhésion woléculaire dfune
face d'un premier é€lément comprenant du wmatériau
cristallin avec une face d'un deuxiéme é&lément
comprenant du matériau cristallin, de fagon que
lesdites faces présentent des régseaux cristallins
décalés, le collage provoguant la formation d'un résean

de défauts cristallins et/ou de champs de contraintes

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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au sein d'une zone cristalline au voisinage de
1l'interface de collage,

- amincissement de 1'un des éléments
jusgu'd obtenir au moins un film mince adhérant a
ltautre élément selon 1'interface de collage pour
constituer ladite structure, 1'épaisseur du film mince
étant telle que sa face libre ne xévéle pas le réseau
de défauts cristallins et/ou de champs de contraintes,
l'épaisseur du £ilm mince &étant aussi telle que 1'étape
suivante peut étre réalisée,

~ traitement du film wmince conduisant a ce
que sa face libre révéle le 1réseau de défauts
cristallins et/ou de champs de contraintes.

Le traitement du film mince peut comprendre
ltapport d'un budget thermique. Ce budget thermique
peut &tre apporté au cours d'une opération ayant pour
objet de modifier au moins l'une des propriétés du
matériau présenté par la face libre du film mince. Ces
propriétés peuvent comprendre sa nature, sa topologie
de surface et ses champs de contraintes internes. Il
peut aussi étre apporté au cours d'une opération ayant
pour objet d'effectuer un dépdt sur la face libre du
film mince.

Le traitement du film wmince peut comprendre
1'introduction d'espéces chimiques dans le film mince.
Cette introduction peut 8tre réalisée par une méthode
choisie parmi 1'implantation ionigue et la diffusion.
Les espéces chimiques introduites peuvent &tre des
espéces qui précipitent ou se concentrent sur les
défauts cristallins et/ou sous l'influence des champs
de contraintes.

Le traitement du film mince peut comprendre
une attague chimigue et/ou une attaque &lectrochimigue
et/ou une attague mécanique et/ou une attaque iomique
et/ou une attague photochimique.

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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Le traitement du film wmince peut &tre
réalisé localement pour révéler une ou plusieurs zones
du réseau de défauts cristallins et/ou de champs de
contraintes.

si l'étape d'amincissement fournit
plusieurs films minces adhérents, 1'étape de traitement
peut s'appliguer & un ou & plusieurs desdits films

minces.

Bréve description des dessins

Ltinvention sera mieux comprise et d'autres
avantages et particularités apparaitront & la lecture
de la description gqui va suivre, donnée & titre
d'exemple mnon limitatif, accompagnée des dessins
annexés parmi lesquels

- La figure 1 est une vue en coupe
transversale de Jeux substrats dont des faces
présentant un réseau cristallin sont mises en contact
adhérant, un réseau de défauts cristallins et/ou de
champs de contraintes s'‘étant formés au voisinage de
l'interface de collage, conformément & la premiére
&tape du procédé selon l'inventicn,

- la figure 2 montre la structure de la
figure 1 aprés amincissement de l'un des substrats
conformément & la deuxiéme étape du procédé selon
l'invention,

- la figure 3 montre la structure de la
figure 2 aprés la mise en cuvre de la troisiéme é&tape

du procédé selon l'invention.

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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Description détaillée de modes de réalisation de

l'inventien

La figure 1 est une vue transversale en
coupe montrant un substrat SOI 1 collé 3 une plaguette
de silicium 2. Le substrat SOI 1 est par exemple un
disque de 4 pouces (10,16 cm) de diamétre, constitué de
la superposition d'une plaguette 11 de silicium, d'une
couche 12 de Si0; de 400 nm d'épaisseur et d'une couche
13 de silicium de 200 nm d'épaisseur. La couche 13
présente une face de collage 14. Le silicium de 1la
plaquette 11 et le silicium de la couche 13 sont chacun
de type P dopé & 210'%-10'° atomes/cm®. La couche 13
présente une surface orientée dans la direction <100>.
La plaguette 2, de 4 pouces (10,16 cm) de diamétre, est
&galement en silicium de type P dopde 3 10%-10%
atomes/cm® et présente une surface orientée dans la
direction <100>. La plaguette 2 présente une face de
collage 21.

La figure 1 montre la structure obtenue
aprés collage par adhésion moléculaire de la face 21 de
la plaquette 2 sur la face 14 du substrat SOI 1. Avant
collage, les faces 21 et 14 ont été traitées par une
méthode de 1l'art connu de fagon & obtenir 1'adh&sion
moléculaire. Le substrat 1 et la plaguette 2 sont
collés de fagon que les faces 14 et 21 présentent des
réseaux cristallins décalés comme 1 ‘enseigne le
document WO 9$9/05711. La structure peut &tre soumise &
un traitement thermique gqui permet de renforcer le
scellement entre les faces 12 et 21.

Le collage par adhésion moléculaire
provogue la formation d'un  réseau de défauts
cristallins et/ou de champs de contraintes figurées

symboliquement sous la xéférence 3 sur la figure 1.

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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L'étape suivante du procédé consistera &
amincir le substrat 1. Pour cela, le substrat SOI 1 est
aminci & partir de sa face arrisre par une méthode
mécanique de l'art connu. Cet amincissement mécanique
est par exemple arrété 3 plus de 10 um de lt'interface
de collage 14/21 donc dans la plaguette 11 en silicium.
Le reste du silicium de la plaguette 11 est éliminé par
exemple par une attaque chimique utilisant du TMAH
{hydroxyde de triméthylammonium) & 80°C. D'autres types
d'amincissement peuvent &tre utilisés. Cette attaque
chimique s'arréte sur la face arriére de la couche
d'oxyde 12. La couche d'oxyde 12 est alors é&liminée par
attagque au moyen d'une solution d'acide fluorhydrigue
(10% HF : H0).

Ensuite, un traitement thermique est mis en
®uvre pour a la fois renforcer l'énergie de scellement
et reformer une couche d'‘oxyde en consommant une partie
du silicium de la couche 13 exposée. Par un contrdle de
1l'épaisseur de l'oxyde formé&, Ll'épaisseur du silicium
de la couche 13 restant est amenée & environ 10 nm pour
constituer le film mince 16. Cet oxyde sacrificiel est
ensuite enlevé par une attague HF (10% HF : H;0). On
obtient la structure représentée & la figure 2. La
surface libre 15 du film 16 ne révéle pas de réseau de
défauts cristallins ou de champs de contraintes. Un tel
réseau reste limité au voisinage de 1l'interface de
collage 14/21.

Une fois 1l'amincissement réalisé, en
fonction du substrat de départ, il peut y avoir
plusieurs films minces superposés sur la plaquette.

L'étape suivante du procédé consiste &
traiter le film mince 16 pour dque sa face libre 15
révéle le réseau de défauts cristallins ou de champs de
contraintes existant au voisinage de 1t'interface de
collage 14/21.

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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Le réseau de défauts cristallins ou de
champs de contraintes peut &tre révélé par 1'apport
d'un budget thermigue. Ce budget thermique peut é&tre
apporté lors d'un reculb sous différentes atmosphéres
(azote, oxygé&ne, argon ou tout autre gaz), ou sous
vide, lors dfune épitaxie, lors d'une oxydation ou par
une combinaison de ces techniques. Ce budget thermique
a pour but de provoguer un changement du volume des
zones de contraintes et/ou des défauts cristallins. Ce
changement de volume provoque une modification de la
topeologie de la surface libre 15 du film 16. Il conduilt
& l'apparition en surface d'un réseau de contraintes ou
d'une modification topologique périodigue de la surface
dépendant totalement ou en partie du réseau des champs
de contraintes et/ou du réseau de défauts cristallins
présents & et/ou au voisinage de l'interface de collage
dont on a modifié le wvolume. En outre, le pas de la
topologie modifiée peut étre un multiple du pas du
réseau de champs de contraintes et/ou du réseau de
défauts cristallins.

La figure 3 montre, sous la référence 18,
un exemple de modulation topographique de la surface du
film 16 aprés un recuit sous vide & une température de
800°C. Cette modulation de la surface est périodique et
la période de wodulation dépend de la période des
réseaux de dislocations présents & 1l'interface AJde
collage 14/21, c'est-&-dire & environ 10 nm sous la
surface libre du film 16.

Le réseau de dé&fauts cristallins ou de
champs de contraintes peut aussi &tre révélé par
l'introduction d'espéces chimiques dans le film wmince.
Ces espéces chimiques peuvent provenir de particules
métalligues ou magnétiques. Il peut s'agir de gaz,
comme par exemple 1'hydrogéne et/ou 1'hélium ou d'un ou

plusieurs autres éléments que l'on peut introduire dans

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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le film mince 16 ou dans la plaguette 2, par exemple
Er, Fe, Co, Ni, Ma, Au, Cu. L'introduction d'espéces
peut se faire par diffusion ou implantation ionique par
exemple. Elle peut consister a introduire plusieurs
espéces différentes en une ou plusieurs étapes.

L'introduction d'espé&ces chimiques peut
&tre suivie et/ou précédée et/ou se faire en méme temps
gque l'apport d'un budget thermigque qui peut é&tre
réparti en plusieurs phases. Ce budget thermique peut,
en plus des différents effets cités ci-dessus,
faciliter la diffusion des différentes espéces
introduites vers les défauts cristallins. Cela peut
permettre de diminuer ou d'augmenter localement le
volume du réseau de champs de contraintes et/ou de
modifier la nature des défauts cristallins qui sont en
réseau. Avantageusement, cette modification de volume
et/ou de nature des contraintes et/ou des dJdéfauts
cristallins peut se répercuter en surface.

Les espéces introduites peuvent de plus
précipiter sur les défauts cristallins et/ou suivant
1l'influence des champs de contraintes. On obtient alors
un réseau enterré des espéces introduites dJdépendant
totalement ou en partie du réseau de champs de
contraintes et/ou du réseau des défauts cristallins. En
outre, le pas du réseau d'espéces enterrées peut &tre
multiple du pas du réseau de champs de contraintes
et/ou du réseau de défauts cristallins. Par exemple,
dans le cas d'une introduction de cuivre, on peut
obtenir un réseau de fils nanométriques au pas
nanométrique d une interface Si/Si, que l'on peut faire
apparaitre en surface.

Egalement, dans le cas d'un matériau
magnétique introduit, on peut obtenir un réseau de fils
ou de plots magnétigues gqui peut ensuite servir cette

fois par effet de réseau de champs magnétiques &

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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l'organisation, par exemple, de matériaux magnétiques
en surface. Ce réseau de file ou de plots peut aussi
8tre directement utilisé, enterré ou non dans le £ilm
ou dans le substrat.

Le vréseau de défauts cristallins ou de
champs de contraintes peut aussi &tre révélé par au
moins une attague chimique et/ou é&lectrochimique et/ou
icnigque et/ou photochimique et/ou une attague
mé&canique. Il peut s'agir par exemple d'une gravure RIE
ou d'un bombardement ionique. Ce traitement peut se
faire aprés et/ou avant et/ou pendant 1l'apport d'un
budget thermigue conduisant & la modification du réseau
de contraintes et/ou de défauts cristallins. I1 y a
bien modification du volume des contraintes et/ou des
défauts cristalling en ce sens ol le volume de
1l'extension des champs de contraintes et/ou des défauts
cristallins est modifié. La Jlocalisation de cette
attaque dépend totalement ou en partie du réseau de
champs de contraintes et/ou du réseau de défauts
cristallins. En outre, le pas de cette attague
localisée peut &tre un wmultiple du pas de réseau de
champs de contraintes et/ou du réseau de défauts
crigtallins. Par exemple, la formation de silicium
poreux par une attaque électrochimique dans du HF va
révéler une porosité ou une rugosité dépendant
totalement ou en partie du réseau de champs de
contraintes et/ou du réseau de défauts cristallins. En
outre, le pas de cette rugosité peut &tre un multiple
du pas de réseau de champs de contraintes et/ou du
réseau de défauts cristallins.

Cette modification de volume peut ensuite
gtre utilisée pour l'organisation de matidre déposée
sur cette surface. Ce dépdt peut se faire par une des
techniques de dépét choisie par exemple parmi les

techniques par voie gazeuses (par exemple, 1'épitaxie,

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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les CVD, les techniques de Jjets woléculaires, les
pulvérisations), par voie liquide (par exemple, le
dépbdt de matériaux en solution, 1‘épitaxie en phase
liquide (LPE), le dépdt d'un polymére fondu.) ou solide
(par exemple le dépdt d'agrégat solide). Cette matiére
déposée peut &tre amorphe (par exemple de l'oxyde ou du
nitrure), métallique (par exemple Co, Fe, Ni, Mn, Au,

Cu ou d'autres métaux), gemi-conductrice (par exemple
8i, Ge, SiC, les composé&s II-IV cu III-V tels gue Gal,
InP, AsGa, InGaAs,.), supraconductrice, organigque ou

igolante (par exemple le diamant, le graphite ou

d'autres isolants).

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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REVENDLCATIONS

1. Procédé permettant de révéler des
défauts ou des contraintes dans une structure,
comprenant les &tapes suivantes

-~ collage par adhésion moléculaire d'une
face (14) d'un premier é&lément (1) couwprenant du
matériau cristallin avec une face (21) J&'un deuxiéme
8lément (2) comprenant du matériau cristallin, de fagon
que lesdites faces présentent des réseaux cristallins
décalés, le collage provoquant la formation d'un réseau
de défauts cristallins (3) et/ou de champs de
contraintes au sein d'une zome cristalline au voisinage
de ltinterface de collage,

-~ amincissement de l1'un (1) des éléments
Jusqu'd obtenir au moins un film mince (16) adhérant &
ltautre élément (2) selon l'interface de collage
(14/21) pour constituer ladite structure, 1'épaisseur
du film mince (16) étant telle que sa face libre (15)
ne révéle pas le réseau de défauts cristallins et/ou de
champs de contraintes, l'épaisseur du film mince (16)
&tant aussi telle gue 1l'étape suivante peut &tre
réalisée,

- traitement du £ilm mince (16) conduisant
34 ce que sa face libre révéle le réseau de défauts

cristallins (18) et/ou de champs de contraintes.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce gque le traitement du film mince (16)
comprend 1'apport d'un budget thermigue.

3. Procédé selon la revendication 2,
caractdrisé en ce que le budget thermique est apporté

au cours d'une opération ayant pour objet de modifier

JP 2004-511102 A 2004.4.8
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au moinse l'une des propriétés du matériau présenté par

la face libre du film mince.

4. Procédé selon la revendication 3,
caractérisé en ce que lesdites propriétés comprennent
sa nature, sa topologie de surface et ses champs de

contraintes internes.

5. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce gue le budget thermique est apporté
au cours d'une opératicon ayant pour objet d'effectuer
un dépdt sur la face libre du film mince.

6. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce gque le traitement du film mince
comprend 1'introduction d'espéces chimiques dans le
film mince.

7. Procédé selon la revendication 6,
caractérisé en ce que l'introduction  d'espéces
chimiques est réalisée par une méthode choisie parmi
1'implantation ionique et la diffusion.

8. Procédé selon la revendication 6,
caractérisé en ce que les espéces chimigues introduites
sont des espéces qui précipitent sur les défauts
cristallins et/ou sous 1'influence des champs de

contraintes.

8. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le traitement du film mince
comprend une attaque chimigue et/ou wune attague
&lectrochimique et/ou une attaque wécanique et/ou une

attague ionigue et/ou une attaque photochimigue.
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10. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le traitement du film mince est
réalisé localement pour révéler une ou plusieurs zones
du réseau de défauts cristallins et/ou de champs de
contraintes.

11. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ltétape d'amincissement
fournissant plusieurs films minces adhérents, 1'étape
de traitement s'appligque & un ou & plusieurs desdits
films minces.

JP 2004-511102 A 2004.4.8



L T e T e T e T e T e T e T e T T e T e T s O s O s O e TR s T e O e, T s T e, O e, T e, O e T e TR e O e, IO e T e T s R |

WO 02/29876

1/ 2

(23)

PCT/FRO1/03074

FIG. 1

JP

2004-511102 A 2004.4.8



JP 2004-511102 A 2004.4.8

(24)

PCT/FRO1/03074

2/2
FIG. 2
FG. 3

WO 02/29876

L T T T T S N T T T (|



L T e T e T e T e T e T s T T T e T e T s T e T e T e T e T e T e T e T e B e R T e T e T e T e T e R e T e B e

(25)

gbooogbodaoan

I ional Application No

PCT/FR 01/03074

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A CLﬂSSII‘IGATlON ar

T ROTL21 506 HO1L21/18  C30B33/06

Ascording 10 Internalional Patent Glassitication (IPG) or to both national ciaseification and IPG

B, FIELDS SEARCHED

Minimurn dooumsniation searched (ciassiioallon systern follawad by classificalion symbols)
C30B

IPC 7 HOLL

than mi ion to the extent that such documents are included in he fields searched

Electronic dela base consulled during the international search (name of data base and, whete praclical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category ® | Cilation of document. with indication, where appropriaie, of the relevant passages Ralevant 1o clalm No.

X GAFITEANU ET AL.: "Twist boundaries in 1-4,6,7
silicon: a model system”
MICROSCOPY OF SEMICONDUCTOR MATERIALS
1993, PROC. OF THE ROYAL MICROSCOPICAL
SOCIETY CONF.,

5 - 8 April 1993, pages 87-90,
XP008001254
OXFORD, 6B
page 88, last paragraph; figures 1,2

A WO 99 05711 A (COMMISSARIAT ENERGIE 1-11
ATOMIQUE) 4 February 1999 (1999-02-04)

cited in the application
abstract

—f—

m Furiher documents are Isledin the conlinuation of box C.

Patent family members are fisted in annex.

© Spectal calegories of cited documents :

*A* document defining the genteral state of the: & which Is ot
considared 10 be of patticular ralevance

E* earlier do:umant ‘but published on or after the inlemational
fling

v dn"umzmwnlun may thvow doubis o prlalty caim(s) or

igh i ad o ssisblsh e publiotion dalo of ancther

citation or olirer special reason (as. speci

"0" document ferring to an ore clsclosure, use. exhibition cr

*T* later document published fter the intemational filing date
‘or priarity dale nd not in conflict with the application bu}
led lo indartand the pringipieor thedry undertying e
invention
* dosument ofparloular elevancs;the claimed wenton
be considered novel or cannt be considered to
vdive an TyenNG Stop whon th docoment & faken Hone
*y* document of parlicular relevancs; the clalmed Invention
cannot ba considredt o involve'an Invsnilye. stap when the
is combined wilh one or more other stich docu—

»

other moans menls, such Combinaton being obvious 1o a person skilled
*P* dacument pumisned priorto the Internationat filing date but inthe art
tater than the prioriy dale claimed *&* document member of the same palent family
Date of the aciual corpistion of the Inigmatlonal search Dale of malfng of the Intemalional search report
13 March 2002 22/03/2002
Wame and malling address of the 1SA Authorizad cificer
European Paen! Office, P.B. 5618 Patentiaan 2
NL - 2280 HV Rijswilk
Tel (+31-70) 320-2040, Tx. 31 651 epo nl, GOY’T
Fax: (+31-70) 340-3016 B

Fom PCT/ISAT210 (esandshest) (uly 1992)

JP 2004-511102 A 2004.4.8



L T e T e T e T e T e T e T e T T e T e T s O s O s O e TR s T e O e, T s T e, O e, T e, O e T e TR e O e, IO e T e T s R |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(26)

Int snal Application No

PCT/FR 01/03074

DOCUNENTS GO TO BE RELEVANT

Category *

Ciiation of document, with Indication whare apprapriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

FOURNEL F ET AL: "Ultra thin silicon
films directly bonded onto siticon wafers"
MATERTALS SCIENCE AND ENGINEERING
B,CH,ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE,

vol. 73, no. 1-3, April 2000 (2000-04),
pages 42-46, XP0041%92018

ISSN: 0921-6107

page 46, right-hand column

Us 5 981 400 A (L0)

9 November 1999 (1999-11-09)
abstract

US 6 329 070 B1 (SASS ET AL)
11 December 2001 (2001-12-11)
abstract

1-4,6-9

1-11

1-11

July 1252)

JP 2004-511102 A 2004.4.8



L T e T e T e T e T e T e T e T T e T e T s O s O s O e TR s T e O e, T s T e, O e, T e, O e T e TR e O e, IO e T e T s R |

Information on patent family members

INTERNATIONAL SEARCH REPORT ’

27)

Int

fonal Application No

PCT/FR 01/03074

Patent document Publication Fatent family ‘ Publication

cited in search report date membar(s) date

WO 9905711 A 04-02-1999 FR 2766620 Al 29-01-1999
EP 1008169 Al 14~06-2000
Wo 9905711 Al 04~02-1999
JP 2001511599 T 14~08-2001
us 6261928 Bl 17-07-2001

US 5981400 A 09-11-1999 AU 9473498 A 05-04-1999
o 9914797 Al 25-03-1999

Us 6329070 BL 11-12~2001 AU 2049801 A 18-06-2001
EP 1165864 Al 02-01-2002
Wo 0142540 Al 14-06-2001

Fom PGT/ASAZ10 (pelent tamby ennex) (July 1992)

JP 2004-511102 A 2004.4.8



L T e T e T e T e T e T e T e T T e T e T s O s O s O e TR s T e O e, T s T e, O e, T e, O e T e TR e O e, IO e T e T s R |

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(28)

De > Internalionale No

PCT/FR 01/03074

A CLASSENENT DE L'QBJET DE LA DEMANDE
167 HOIL21/306  HO1L21/18 €30B33/06

Sekon la classi jonale des brevals (CIB) ou A la fois selon la ellaCiB
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA FIECHERCNE A DORTE
il des symboles de classement)
CIB 7 H01L CSUB
Dacumentalion consuliee auire que 1a documertalion minmale dans & G s relven o losquels a porié la recherche

Base de donné i e cours de & racherche ir

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

{nom de la base de données, el si réalisable, tenmes de recherche utilisés)

C. [ MME P}

Catégorle °| Identffication des decuments cités, aves le cas échéant, Findication des passages periinents

no. des revencicaions visées

silicon: a model system"

SOCIETY CONF.,

XP008001254
OXFORD, 6B

cité dans Ta demande
abrégé

MICROSCOPY OF SEMICONDUCTOR MATERIALS
1993, PROC. OF THE ROYAL MICROSCOPICAL

5 — 8 avril 1993, pages 87-90,

page 88, dernier alinda; figures 1,2

X GAFITEANU ET AL.: "Twist boundaries in 1-4,6,7

A WO 99 05711 A (COMMISSARIAT ENERGIE 1-11
ATOMIQUE) 4 février 1999 (1999-02-04)

_/....

Vol lasulte du cadre G pour la fin de Ja liste des documents

Drevets sont indiu

© Catégories spéciales de documents cités:

*A" docurent définissant Iétat général de la lechnique, non
considéré comme particulisroment pertinent

"E* document anlérisur, mals publié 2 | dale de deptt international

ou aprés catte
*L* document pouvant ja\el un doute surung revendieaton co
priorilé ou ot pour détsminer la date de publication diune

aulre ciation ol pout une Telson spécals (telle Quindiquee)
“Or cocumenl sg référant a une divuigation orale, & un usage, &
une exposition ou tous autres meyens
“P* document publig avant Ja date de dépst international, mais
postérisurement a la date de priorite revendiqués

T documen uliéreur publé aprésa dato de dpot imematon ou a
dale de prion enanl pas  Méat de Ja
Tochra porinont, tals ol par compr pranda k principa
04 Iz héorie consiiiuant ta basa de Fivention

X document particulirernant pertinent; Finven tion revendiquée na peut
i considérée comme nouvele o comme mpliiart une aclivis
imamws ‘par rapport au document cansid$ré isolérm
¥ doctment penizRrement perthent firven tin evenﬂlqwes
paut élre considérée oo s une acihis iveniive
kmue e document e Ceso0a & o ol DI
cocuments de méme nalure, cols Gominaison G bvtente
Pt e sonns i e
*& ciocument qui fait partie de fa meme famille de brevets

Dale & laguelle la recherche & i achevée

13 mars 2002

[ du présent rappont de recherche nternationale

22/03/2002

Nom et adresse postale de Fadministration chargée de la recherch

antorisé.

Office Eurapéen des Brevels, P.B. 5618 Patentiaen 2
NL - 2280 HY Riswijk

el (331-70) 340~ 2040, T 31 851 epor,

Fax. (+31-70) 340~

Gori, P

Fomnuiaire FCTISA/210 (dau b feuile) (ulet 1602)

JP 2004-511102 A 2004.4.8



L T e T e T e T e T e T e T e T T e T e T s O s O s O e TR s T e O e, T s T e, O e, T e, O e T e TR e O e, IO e T e T s R |

(29)

pel

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

ie Internatianale No

PCT/FR 01/03074

C.(suiltey

RES COMME

Catégorle

Identlfication des documents cités, avec,le cas échéant, lndicationdes passages perinents

no. des revendications visees

A

FOURNEL F ET AL: "Ultra thin silicon
t1lms directly bonded onto siTicon wafers"”
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
B,CH,ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE,

vol. 73, no. 1-3, avril 2000 (2000-04),
pages 42~46, XPO04192018

ISSN: 0921-5107

page 46, colonne de droite

US 5 981 400 A {(LO)
9 novembre 1999 (1999-11-09)
abrégé

US 6 329 070 Bl (SASS ET AL)
11 décembre 2001 (2001-12-11)
abrégé

1-4,6-9

1-11

1-11

ire PCTABA2:

JP 2004-511102 A 2004.4.8



L T e T e T e T e T e T e T e T T e T e T s O s O s O e TR s T e O e, T s T e, O e, T e, O e T e TR e O e, IO e T e T s R |

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(30)

Je Internationale No

C
PCT/FR 01/03074

relatits aux de brevets
Document brevet cité Date de Membre(s) de la | Date de
au rapport de recherche publication famille de bravet(s) publication

WO 9905711 A 04-02-1999 FR 2766620 Al 29-01-1999

EP 1008169 Al 14-06-2000

Wo 9905711 Al 04-02-1999

JP 2001511699 T 14-08-2001

us 6261928 B1 17-07-2001

US 5981400 A 09-11-1999 AU 9473498 A 05-04-1999

Wo 9914797 Al 25-03-1999

Us 6329070 Bl 11-12-2001 AU 2049801 A 18-06-2001

EP 1165864 Al 02-01-2002

Wo 0142540 Al 14-06-2001

Formulaite PCTASA/Z1C (annexe familes d brevets) (ulle! 1952)

JP 2004-511102 A 2004.4.8




(31) JP 2004-511102 A 2004.4.8

goboogoooon

(74000

(74)000

(74000

4H000

(72000

(72000

(72000

100094400

goooooooon

100107836

oooooooo

100108453

ooooooooon

100110364

ooooooooo

oooooooon
gooooooooobobooobooooooooooooobooooon
oogooooooon
oooooooooooooooooooooooooooboooooboon
oooooooo
ooooooooooooooobooooooooooooooobooboboooooooooooo



	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	international-document-image-group
	search-report
	overflow

